11. Polovodi €ove diody

Polovodicove diody jsou soucCastky, ktere vyuzivaji
fyzikalnich vlastnosti pfechodu PN nebo prechodu kov -
polovodic (MS).

Nelinearita VA charakteristiky, zjednodusené chapana
jako usmeérnovaci vlastnost je zakladem usm érnovacich,
detek énich a spinacich diod. Pruraz prechodu PN je
vyuzivan u stabiliza €nich diod, kapacita pfechodu PN u
kapacitnich diod, tunelovy jev pfi zapojeni v pfimém
sméru u tunelovych diod. Pro generaci optickeho zareni
je u luminiscen ¢€nich diod vyuzit jev luminiscence
prechodu PN, pro detekci optickeho zafeni u fotodiod
vnitrni fotoelektricky jev. Zvlastni skupinu pak tvofri
mikrovinné diody a to jak realizaci prechodu PN nebo
MS tak | pouzdra, pfipadné specifikou vyuziteho
fyzikalniho jevu.



Polovodi €ove diody




Staticka charakteristika diody
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Polovodi €ove diody usm eérnovacil,
detek €ni a spinaci
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Reverse Voltage - 20 to 40 Volts

Forward Current - 1.0 Ampere
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FEATURES

+ Plastic package has Underwriters Laboratory
Flammability Classification 94V-0

+ Metal silicon junction, majority carrier
conduction

+ Guardring for overvoltage protection

+ Low power loss, _
high efficiency \

+ High current capability, =
low forward voltage drop

+ High surge capability ~

+ For use in low voltage, high frequency mverters
free wheeling, and polarity protection appllcatlons

+ High temperature soldering guaranteed:
250°C/10 seconds, 0.375" (9.5mm) lead length,
5 Ibs. (2.3 kg) tension

MECHANICAL DATA

Case: JEDEC DO-204AL molded plastic body

Terminals: Plated axial leads, solderable per MIL-STD-750,
Method 2026

Polarity: Color band denotes cathode end

Mounting Position: Any

Weight: 0.012 ounces, 0.34 gram

Odkaz na 1N5817




Detek €ni diody

Polovodi ¢ové diody detek €ni jsou ur €eny pro detekci signal 0 vysokého
kmito ¢tu, obecn é do kmito €t 300 MHz. Pro praci v oboru kmito ¢t
vysSSich (tzv. mikrovinného pasma) se pouzivaji speci  alni mikrovinné

diody se specialnimi pouzdry. e Schotkyho
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Odkaz na fast diode
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Stabiliza €ni diody

Polovodic¢ové diody stabilizaéni jsou uréeny pro stabilizaci napéti v elektrickych
obvodech. Napéti stabilizace je u nich uréeno vlastnostmi pfechodu PN a je

vlastnosti prvku.

Princip €innosti

Schopnost stabilizovat napéti je u
téchto diod dana pribéhem VA
charakteristiky ve zpétnem sméru

v oblasti lavinového

nebo Zenerova prirazu.

Pri pfekroCeni prurazného napéti
narusta proud diodou bez vyrazného
zvySovani napéti. Lze tedy fici, ze pfi
relativné velkém rozsahu zmén proudu

JFI

je zména napéti na diodé velmi mala a Al
dioda na sobé udrzuje prakticky konstantni e l In
napéti.
T Lovuax
Pimax



Kapacitni diody (varikapy)

Kapacitni diody jsou polovodi€oveé prvky s pfechodem PN, u nichz se
vyuziva zavislosti kapacity pfechodu PN na pfilozenem napéti.
Elektronické fizeni kapacity umoznuje:

» elektronické preladovani obvodu s velkou rychlosti;
e nahrazeni oto¢nych kondenzatort, naro¢nych z hlediska vyroby,
kombinaci potenciometr - kapacitni dioda.
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Tunelove diody

Polovodicové diody tunelové jsou uréeny pro specialni aplikace v oboru generace a
zesilovani signaltd velmi vysokych kmitocta a rychlé spinaci obvody. Vyuziva se
pritom oblasti VA charakteristiky, kde se tunelova dioda chova jako zaporny
diferencialni odpor.
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Tunelové diody se mohou s vyhodou pouzit pro detekci signalu, diky vyrazne
nelinearité VA charakteristiky v poCatku. Nazyvaji se inverzni diody , protoze
maji maly odpor ve zpétném sméru diky Zenerovu prurazu. Jejich pouziti se
omezuje jen na detekci, kde nehrozi destrukce diody pfi vysSich proudech Pri
Zenerove prurazu.



Fotodiody

Fotodiody jsou uréeny pro detekci optickych signald napr. v systémech optickych
spoju. Ze vSech polovodi¢ovych detektoru (fotorezistory, fotodiody,
fototranzistory) vyhovuji nejlépe kompromisnimu pozadavku na vysokou citlivost
a soucasné i velkou rychlost odezvy na zménu optického signalu, napr. na
opticky impuls.
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Luminiscen ¢ni a laserové diody

Jsou urcéeny pro generaci optického zareni zejména v oblasti
infraCerveného a viditelného zareni. Jejich pfednosti ve srovnani s
ostatnimi zdroji zareni je pfima pfeména elektrického signalu na opticky
a tim i moznost pfimé modulace optickeho zareni elektrickym signalem
bez pouziti modulatoru.
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Obr. 6-19 VA charakteristika (a), vykonova (b), smérova (c) a spektralni
charakteristika (d) luminiscencni diody:.



Mikrovinné diody

Do skupiny mikrovinnych polovodi€ovych diod zafadime diskrétni
polovodic¢oveé prvky vyuzivajici fyzikalnich jevi v homogennim
polovodiéi, pfechodu PN, MS a slozitéjSich strukturach PIN, N+PIP+ ,
uréené pro generaci a zesileni signalt v oboru centimetrovych a

kratSich vinovych délek.
Nékteré mikrovinné diody se liSi od diod klasickych jen usporadanim

struktury prechodu a konstrukci, pfizplsobenou pouziti v mikrovinnych
obvodech, jiné pak zcela odliSnym fyzikalnim principem.
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